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Karta przedmiotu

Nazwa i kod przedmiotu

Elementy elektroniczne - laboratorium, PG_00048812

Kierunek studiow

Elektronika i telekomunikacja

Data rozpoczecia studiéw

pazdziernik 2024 r.

Rok akademicki realizacji
przedmiotu

2025/2026

Poziom ksztalcenia

| stopnia - inzynierskie

Grupa zajec

Grupa zaje¢ obowigzkowych z
zakresu kierunku studiow

Grupa zaje¢ powigzanych z
prowadzonymi badaniami
naukowymi w dziedzinie nauki
zwigzanej z kierunkiem - profil
ogdlnoakademicki

Forma studiow stacjonarne Sposob realizaciji na uczelni
Rok studiow 2 Jezyk wyktadowy polski
Semestr studiow 4 Liczba punktow ECTS 1.0
Profil ksztatlcenia ogolnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadzaca

Wydziaty Politechniki Gdanskiej -> Wydziat Elektroniki, Telekomunikaciji i Informatyki -> Katedra Systemoéw

Mikroelektronicznych

Imie i nazwisko
wyktadowcy (wyktadowcow)

Odpowiedzialny za przedmiot

dr inz. Lukasz Gotunski

Prowadzacy zajecia z przedmiotu

dr inz. Lukasz Gotunski

prof. dr hab. inz. Anna Pietrenko-Dabrowska

Formy zaje¢ Forma zaje¢ Wyktad Cwiczenia Laboratorium | Projekt Seminarium [RAZEM
Liczba godzin zaje¢ |0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 15
W tym liczba godzin zaje¢ na odlegtos¢: 0.0
Adresy kursu na platformie eNauczanie:
Moodle ID: 4590 Elementy Elektroniczne lab lato 2025/2026
https://enauczanie.pg.edu.pl/2025/course/view.php?id=4590
Aktywnos¢ studenta Aktywno$¢ studenta Udziat w zajeciach Udziat w Praca wtasna RAZEM
i liczba godzin prac dydaktycznych, objetych konsultacjach studenta
Y planem studiow
Liczba godzin pracy |15 1.0 9.0 25
studenta

Cel przedmiotu

Praktyczne zapoznanie z zasadami dziatania elementéw elektronicznych oraz nauczenie sie metod
pomiaréw ich charakterystyk oraz okreslania parametréw ich uktadéw zastepczych, przydatnych w

konstrukcji uktadow.
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Efekty uczenia sie
przedmiotu

Efekt kierunkowy

Efekt z przedmiotu

Sposéb weryfikacji i oceny efektu

[K6_UO06] potrafi analizowaé
dziatanie elementow, uktadéw i
systemow zwigzanych z
kierunkiem studidow oraz mierzy¢
ich parametry i badac
charakterystyki techniczne

Student dokonuje pomiaru i
analizuje charakterystyki
statyczne diod i tranzystorow.
Student dokonuje pomiaréw i
analizuje procesy przetgczania w
uktadach z diodami. Student
dokonuje pomiaréw i analizuje
procesy przetgczania w uktadach
z tranzystorami. Student dokonuje
pomiaréw i analizuje
matosygnatowe wiasciwosci
wzmachiajgce tranzystorow w
zalezno$ci od czestotliwosci.
Student dokonuje pomiaréw
charakterystyk i analizuje
wiasciwosci diod
elektroluminescencyjnych.
Student dokonuje pomiaréw
charakterystyk i analizuje
wiasciwosci fotodiod, fotoogniw i
transoptorow.

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU4] Ocena umiejetnosci
korzystania z metod i narzedzi

[K6_UO05] potrafi planowac i
przeprowadzaé eksperymenty
zwigzane z kierunkiem studiéw, w
tym pomiary i symulacje
komputerowe oraz interpretowaé
uzyskane wyniki i wycigga¢
whnioski

Student dokonuje pomiaru i
analizuje charakterystyki
statyczne diod i tranzystorow.
Student dokonuje pomiardéw i
analizuje procesy przetgczania w
uktadach z diodami. Student
dokonuje pomiaréw i analizuje
procesy przetgczania w uktadach
z tranzystorami. Student dokonuje
pomiaréw i analizuje
matosygnatowe wiasciwosci
wzmacniajgce tranzystorow w
zaleznosci od czestotliwosci.
Student dokonuje pomiaréw
charakterystyk i analizuje
wiasciwosci diod
elektroluminescencyjnych.
Student dokonuje pomiaréw
charakterystyk i analizuje
wiasciwosci fotodiod, fotoogniw i
transoptoréw.

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU4] Ocena umiejetnosci
korzystania z metod i narzedzi

Tresci przedmiotu

Tresci przedmiotu - laboratoria

Charakterystyki statyczne pétprzewodnikowych. Przetgczanie diod pétprzewodnikowych. Wiasciwosci diod
stabilizacyjnych. Charakterystyki statyczne i wyznaczanie parametréw modeli tranzystoréw polowych.
Matosygnatowa praca tranzystoréw w zakresie matych i srednich czestotliwosci. Dziatanie i modele
tranzystorow dla pracy impulsowej. Charakterystki i modele diod elektroluminescencyjnych i fotodiod.

Wymagania wstepne
i dodatkowe

Sposoby i kryteria
oceniania osigganych
efektéw uczenia sie

Sposéb oceniania (sktadowe)

Prég zaliczeniowy

Sktadowa oceny korncowej

Cwiczenia laboratoryjne

50.0%

100.0%

Zalecana lista lektur

Podstawowa lista lektur

Instrukcje laboratoryjne.

W. Marciniak, Przyrzady pétprzewodnikowe i uktady scalone, WNT,

1984

M.Polowczyk, E.Klugmann, Przyrzady potprzewodnikowe", Wyd.PG,

2001

Uzupetniajgca lista lektur

Ch.C. Hu, Modern Semiconductor Devices for Integrated Circuits,

Prentice Hall 2009

M. Grundmann, The Physics of Semiconductors: An Introduction
Including Nanophysics and Applications, 2ed., Springer 2010

A.S. Sedra, K.C. Smith, "Microelectronic Circuits", Oxford, 2007
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Przyktadowe zagadnienia/ Potgcz uktad wedtug schematu w instrukcji. Wyreguluj warto§¢ amplitudy napiecia wyjsciowego genaratora

; tak, aby miedzyszczytowa warto$¢ napiecia Vce wynosita 100 mV przy f = 1 kHz. Zanotuj wartos¢ Vgpp
przyktadowe pytania/ e . SR . . o .

. . napiecia generatora. Na tej podstawie oblicz warto$¢ h21e0 dla matych czestotliwosci. Pomierz i wykres|
realizowane zadania zalezno$¢ |h21e| od czestotliwosci. Okresl doswiadczalnie warto$é fbeta. Oblicz warto$ci pojemnosci
dyfuzyjnej emiter-baza CdifE, czestotliwosci odciecia wzmocnienia pradowego w uktadzie wspdlnego
emitera fT oraz czasu przelotu elektronéw ttn.

Zajecia praktyczne Nie dotyczy
w ramach przedmiotu

Dokument wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga pieczeci ani podpisu.
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